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RESUMO

O SiC é um semicondutor, com enorme potencial para
uso em dispositivos para altas temperaturas e altas
poténcias, que pode ser obtido na forma cristalina ou na
forma amorfa. Neste trabalho os filmes de SiC foram
depositados por PECVD (Plasma Enhanced Chemical
Vapor Deposition) a temperatura ambiente sobre
substrato SOI (Silicon-On-Insulator). Os filmes obtidos
foram caracterizados por: Difracdo por raios-X (XRD),
Retroespalhamento de Rutherford (RBS) e Perfilometria.
Os resultados obtidos por XRD mostraram que os filmes
depositados apresentaram caracteristicas tipicas de
material amorfo. Para tornar a estrutura do filme de SiC
cristalina foi realizado o processo de recozimento em
ambiente de N, durante 30 min nas seguintes
temperaturas: 700°C, 900°C e 1100°C.

1. INTRODUCAO

Os métodos para obtengdo de filmes de SiC sobre
diferentes tipos de substratos se desenvolveram
acompanhando a evolucdo das técnicas de
microfabricacdo baseadas em silicio. Filmes de SiC
mono ou policristalino sdao obtidos por técnicas que
utilizam temperaturas superiores a 1000°C como o CVD
(Chemical Vapor Deposition), MBE (Molecular Beam
Epitaxy) e ECR (Electron Cyclotron Resonance). As
altas  temperaturas envolvidas nestas  técnicas,
geralmente, inviabilizam o processamento desses filmes
em conjunto com processos convencionais de
microeletronica. Uma alternativa para este problema € a
utilizacdo de técnicas assistidas por plasma como
PECVD e Sputtering que possibilitam a obtencdo de
filmes de SiC a baixas temperaturas (inferiores a 400°C).
Contudo, os filmes de SiC obtidos por estas técnicas sdo
amorfos e apresentam propriedades distintas das do filme
cristalino. Publicacdes recentes [1-2] mostram que a
estabilidade quimica do SiC amorfo € semelhante ao SiC

cristalino. Além disso, o filme amorfo apresenta menor
stress. Estas caracteristicas apresentadas pelo filme
amorfo justificam o crescente interesse na aplicagdo
deles na fabricacdo de dispositivos MEMS (Micro
Electrical Mechanical Systems). Atualmente, as técnicas
para obtencdo de SiC estdo bastante consolidadas, por
isso, esta sendo desenvolvida uma microeletronica
baseada neste material visando aplicacdes onde o uso do
silicio ndo é apropriado como em ambientes corrosivos.
Outra vantagem da utilizagdo de SiC na fabricag¢do de
dispositivos é que seu 6xido nativo é o SiO, que atua
como: camada passivadora em porta dielétrica em
estruturas MOS e mdscara em processos

2. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

O sistema de PECVD utilizado é composto por uma
cdmara de deposicdo de ago inoxiddvel em forma
cilindrica. O volume total da cdmara é de 25 litros. Os
substratos sdo colocados sobre um catodo de ago
inoxidavel de 6,5 cm de didmetro, refrigerado com 4gua.
Isto permite a deposi¢do de filmes de SiC praticamente a
temperatura ambiente. O catodo estd ligado por meio de
um casador de impedancias a fonte de radio freqii€ncia
(13,56 MHz). O sistema de vicuo é composto por duas
bombas, uma difusora e uma mecénica, estdo acopladas a
camara de deposi¢do permitindo obter pressdes de fundo
da ordem de 10 Torr. Os fluxos dos gases sdo regulados
por controladores de fluxo de massa devidamente
calibrados para cada gds. Como parte deste sistema de
deposicdo, também sdo utilizados medidores de pressao
do tipo Pirani e de membrana capacitiva, geradores de
R.F. e um amplificador de R.F.. Os filmes de SiC foram
depositados sobre substrato SOI (Silicon-On-Insulator).
A lamina SOI utilizada consiste de uma camada
superficial de silicio, tipo P, com 200nm de espessura
separada do substrato por 400nm de SiO, (BOX). A
espessura total da lamina é de 500um. Os substratos
foram limpos em acetona com ultra-som por 5 min e em



seguida foram colocados na camara de deposi¢do onde
permaneceram 5 min em ambiente de argdnio. As
deposi¢des foram realizadas com os seguintes
parametros: o fluxo de silano 4 sccm, fluxo de argdnio
(20 sccm), fluxo de metano (20 sccm), pressdo de
trabalho (0.2 Torr) e o tempo de deposi¢do 15min.

3. RESULTADOS

Como esperado, os filmes depositados apresentaram
caracteristica amorfa, ji que se trabalhou a temperatura
ambiente. A Figura 1 mostra o espectro do filme de SiC

obtido. O pico que aparece é relativo ao substrato de
silicio.
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Figura 1 .Espectro XRD do filme de SiC como
depositado.

Foi iniciado um estudo a respeito do efeito do
recozimento sobre as propriedades cristalogrificas dos
filmes depositados. O processo de recozimento foi
realizado em ambiente de N, em diferentes temperaturas:
700°C, 900°C e 1100°C. Nota-se que apds o processo de
recozimento o filme exibe pico em ~32° que ¢é
associado a SiC (100). Este pico também apareceu nas
amostras que foram recozidas a 700°C e a 900°C. Os
espectros obtidos por RBS (Figura 3) mostraram a
quantidade de Si e C nos filmes, respectivamente, 23% e
77%. A técnica de perfilometria foi utilizada para
determinar a espessura e a taxa de deposi¢do do filme.
Os filmes obtidos apresentaram uma espessura média de
480 nm e uma alta taxa de deposicdo (32 nm/min).
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Figura 2. Espectro XRD apd6s recozimento em 1100°C.
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Figura 3. Espectro RBS do filme de SiC obtido.

4. CONCLUSOES

As andlises das amostras por difracdo de raios-x (XRD)
mostraram que os filmes de SiC obtidos por PECVD
apresentaram caracteristicas tipicas de material amorfo.
O processo de recozimento tornou a estrutura dos filmes
cristalina. Os filmes de SiC obtidos apresentam a
seguinte estequiometria: para cada dtomo de Si tem-se
trés atomos de C. Atualmente, um novo conjunto de
amostras estd sendo preparado com o objetivo de dar
continuidade ao estudo do processo de recozimento na
estrutura dos filmes.
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